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超低溫PCB量測計畫書
	申請者姓名: 
	電話:

	申請日期:
	E-mail:

	教授:
	學校:

	是否符合平台規範（PCB Layout Rule）:
(否   (是，(如不符合Layout Rule，本中心保有拒絕量測之權利)

	是否為重複量測:
(否   (是，(重複量測請於第11項附上量測數據及原因說明)

	1.量測形式:
( PCB measurement
( Other(請加以說明) _________
2.電路種類與:
(Device ((Passive  (Active )

(Circuit ((LNA (VCO (Synthesizer/PLL (Other            )
3.頻段範圍需求:
( Start: 100 MHz
( Stop: 18 GHz 
( Step:  200 MHz 

( Other(請加以說明) _________ 
(PCB測試目前S參數最高頻率為18 GHz)
4.溫度範圍需求:
( Start: 常溫
( Stop:  4 K 

( Other(請加以說明) _________ 
(PCB測試目前僅提供常溫與4K兩種溫度)
5.製程描述:
(CMOS  (GaAs/GaN  (MEMS   (Other     
6.量測項目:
□ 2 Port S參數
□ Amplifier NF
□ Output power spectrum □ Phase Noise □ Tuning Range □ Other          

	7.量測條件: (含電路的操作頻段、量測項目、偏壓等條件)

	*請詳細描述量測項目與條件，以方便評估量測時間。如因描述不清，導致安排量測天數不足，將請酌量刪減量測項目或條件。
S參數 :
Port數： 2  
頻率範圍/Step： 0.1 ~ 67 GHz，Step:0.1 GHz ，校正功率： -30dBm 
Noise figure :
頻率範圍： 2 ~ 3 GHz，Step:0.1 GHz 
Phase Noise :
頻率範圍： 2 ~ 3 GHz ，電壓範圍: 0.1V ~ 1V，Step:0.1V
預計偏壓條件: (電路請標示各bias 條件，元件請標示IV Curve條件)
元件：

VG:-2V~0V，Step:0.1V；VD:0V~5V，Step:0.1V
電路：

開關順序
1

2

3
4

5
6
7
偏壓名稱
VDD1
VDD2
VG1
VG2
VDD3
VG3

Vbuff
偏壓大小
0.7V

0.8V

0.9V

1V

0.7V

0.8V

0.9V

電流限流(mA)

10

20

0

0

30

0

20



	8.電路的描述: (電路的操作頻段、消耗功率、電路特性)

	S-Band LNA
工作頻率：2.4 GHz       功率消耗：21.612 mW      
[image: image1.png]Vdd

M2

R D[, M1

Vetrl

AV

CL

Ce

it

Vdd

—6——Rfou

M4





Fig. 1 Schematic diagram

	

	9.模擬結果:(請註明各偏壓下的電流大小，且僅對附有電路模擬結果之量測項目進行量測。)
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Fig. 6  P1dB for Simulation

	10.PCB佈局圖:請明確標示RF、DC於 PCB板連接位置圖。
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Fig. 7  PCB Layout diagram



	11.其他量測需求: (若無則不需填寫；重複量測請提供前次量測結果，並在此說明原因)

	· 如需要求使用特定儀器，請詳細註明原因，如無正當理由，實驗室會以現有儀器進行量測。
· 自備配件/儀器者，請先聯絡本實驗室確認可否量測後，再簽署儀器使用切結書(附件)至實驗室進行量測。



財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心
儀器使用切結書


 立書人(申請者)






(以下簡稱甲方)委託「財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心」(以下簡稱乙方)，進行高頻量測。
一、委託內容 ：

( On wafer Device and circuit measurement 

( On wafer circuit measurement with PCB bias network 
量測電路名稱:                                                  
儀器耗材名稱與型號:                                                
二、甲方自行提供儀器與耗材委託乙方進行量測，甲方完全了解過程中存在儀器損傷的風險，甲方願意接受承擔此一風險，並放棄追究儀器損傷相關的一切法律及賠償責任。
三、高頻量測必須由本中心工作人員操作。
四、本切結書內容，如有虛偽不實之情事，致使乙方遭受損害，甲方願負完全責任。
    此致
財團法人國家實驗研究院台灣半導體研究中心
立書人：(申請者)

     服務機關：


                                            


姓    名：







                 (簽章)



地    址：



聯絡電話：



傳真號碼：








                                            




 E - mail ：


中 華 民 國             年             月             日
Fig. 3 Input return loss (S11)





Fig. 2 Gain (S21)





Fig. 4 Output return loss (S22)





Fig. 5 NF
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Tel ：(03)5773693
Web：https://www.tsri.org.tw/main.jsp 

